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Laserowa Fotokomorka LFK-1
Specjalizowany miniaturowy modut laserodwyiatta czerwonego przystosowany do wspétpracy
Z miniaturowym detektorem promieniowania laseraastosowania w precyzyjnych uktadach automatyki
przemystowej.

Skompletowanie:
1. Modut lasera ML-66P-650-1;
2. Zespdt fotokomorki ZF-1.

Dane techniczne:
e Odlegta¢ pracy od kilku mm do 1m (a nawet kilku lub killastu metréw dla opcjonalnych wykat)a
*  Typowa doktadn& kontroli potazenia ~0,5mm (opcjonalnie inna zat@ od zastosowanych diafragm i odlégigracy.

Opcje wykonanie: inne moce i dtugéci fali (rowniez podczerwia) oraz diafragmy przystosowane do innych odlegkzi wspotpracy
laser - detektor.

Dane techniczne lasera.
Laser posiada zabezpieczenie ESD oraz zabezpieqaergid odwrotppolaryzacy napkcia zasilajcego;

* klasa bezpieczstwa 2 (opcjonalnie 1) wg PN-EN 60825 1:2005.

e diugaic fali A=650nm;

« dioda laserowa Po=5mWw;

« $rednica wizki laserowej ~0,8mm;

¢ wyjéciowa mocsrednia < 1mW (opcjonalnie 0,4mW dala klasy 1);

¢ zasilanie 5VDC (opcjonalnie inne uzgodnigne)
e pobor padu ~30mA;

« obiektyw jedno-soczewkowy asferyczny, akrylowy @2z&mm, F=3,5mm; NA=0,5, diafragma 0,8mm (opcjor&inna uzgodniona);
¢ obudowa mosidz;
* wymiar; kotnierz do mocowania w griidzie @4 x 5,5mm; caéé zabezpieczona koszulkermokurczlivg @5,5 x 23mm
e przewdd 15cm;
czerwony - plus
niebieski - minus

Uwaga: biegun ujemny zasilania pajczony jest galwanicznie z obudowlasera. Chroni zasilanie przed chwilowymi przepgciami
ponad 6V. W przypadku zasilania z prostych zasilagzsieciowych whczat w pierwszej kolejndici zasilanie sieci a nagpnie modut
lasera.

Dane techniczne zespotu fotokomérki ZF1:

. detektor BPW17

¢ diafragma 0,5mm

e przewod 15cm;
bialy - anoda
zielony — katoda

. obudowa moadz;

*  wymiary kotnierz do mocowania w grigzie @4 x 7mm; calt zabezpieczona koszulkermokurczliva @5 x 12mm.

«  zakres rezystancji wspotpragaych z fototranzystorem 1,2+10kOhm przy zasilanDE. Typowo 5,6kOhm dla ktérego napie na
diodzie ciemnej wynosi ~4V; na diodziéwetlonej ~60mV;
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